Ecuacion de la Juntura P - N

/

P (Na)

N (Np)

+ VD

Depende de la polarizacion

Depende de la fabricacion




CARACTERISTICA V-1 JUNTURA P-N

Is=1,1x 108

\'i I

0,1| 839E-08

0,125| 1,52E-07

0,15 2,68E-07

4—

V (Volt) 0,175| 4,68E-07

|
| (Amp) | | 0.2 8,09E07

0,225| 1,40E-06

0,25| 2 40E-06

0,275 4,13E-06

| =Is [ exp (Vp/U;) — 1] 03] 7.08E06

0,325 1,22E-05

0,35 2,08E-05

0,375| 3,58E-05

I (Amp) 04| 6,13E05

1,0 0,425| 1,05E-04

0,45| 1,80E-04

0,475 3,09E-04

0,8 0,5| 530E-04

0,525| 9,09E-04

0,55 1,56E-03

06 0,575] 267E-03

06| 458E-03

0,625| 7,86E-03

0,4 0,65| 1,35E-02

0,675 2,31E-02

07| 3,96E-02

0.2 0,725| 6,/9E-02

0,75 1,17E-01

V (\Volt) 0,775 2,00E-01

0,0 ¢ 0,8 3,43E-01
' 0,825| 587E-01

0,10 0,23 0,35 0,48 0,60 0,73 0,85 0,85] 1 01E+00




JUNTURA CORTA
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P (Na) + N (Np)
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JUNTURA ASIMETRICA
- Cuando una de las zonas ( N o P) tiene muchas mas impurezas que la otra
*N*P Np >> N,
*«P*N N, >> Np

*En estas condiciones el parametro IS esta determinado por la zona menos contaminada

Iy = qnzA[ Pv + On ] I = qAn? i’ ]
— gn- o =
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JUNTURA LARGA
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JUNTURA CORTA




CAPACIDAD DE DIFUSION

Qp: Carga de Juntura Corta Qpy: Carga de

electrones en la A huecos en la
zona P zona N
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1 Vp 1 Vp
Qnp = EqAWPnpO[ e( /UT) - 1] Qpn = EqAWanO[ e( /UT) — 1]
v v
Carga almacenada de Carga almacenada de

electrones en la zona P huecos en la zona N




Suponiendo una Juntura P*N > Qnp K Qpn

Qpn = %CIAWanO[ o(Pluor) 4] \
QpN _ Wz

[ = qADppno [ e(VD/UT) B 1]

I |

Tr — Tiempo de transito - = Tr

Tiempo de Transito: Tiempo que demora un hueco en atravesar la
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CAPACIDAD DE DIFUSION
Juntura Larga

A Concentracion
de portadores

P (N,) o N (Np)

pO

v

Wp p

- Carga almacenada en las zonas neutras con polarizacion directa

Qpn — Carga de huecos en la zona N

Para una juntura P*N  Q,y > Qnp

Wy Wn
Qpn = qu p’n(x)dx Qpn = qu (pn(xn) — pno)e( Lp )dx

Xn




QpN =qA Lp [P (X)) — Dol

Qpn = q ALy pno [e(VD/UT) — 1]

_ qA Dppno [e(VD/UT) B 1]

|
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i N tiempo de vida medio de los huecos
p
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Ancho de la zona de Deplexion vs. Tension aplicada a la Juntura
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+ + + + 4+
+ + o+ + 4+

"R

Wp —Xp Xn Wy

Xm = Xp T Xp
Xmo — ancho de la zona de deplexion sin polarizacion V, = 0
Xm < Xmo — para polarizacion directa V, > 0

Xm > Xmo — para polarizacion inversa Vp <0

El ancho de la zona de deplexion varia con la tension aplicada a la juntura

A F
C'j = &— > Capacidad de la zona e=1,04x 10712 [_]
Xm de deplexion cm
C; —»Capacitor variable con
C; = f(xm) > xXm = f(Vp) > tension

Buscamos la funcion x,, (V) para obtener C;(Vp)
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i 4 : 2 - d idad d
Ecuacion de Poisson d<V _ P P ensiaaa ae carga

para una dimension dx? € € — constante dielectrica del silicio
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2
Integrando d—z respecto de x obtengo & > dv _ qNax
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&

- —xp<x<0

+ (4

. av
Condicion de borde — = 0 - x = —x, —> Cq

av qNa(x + x)
dx £

—>  —x,<x<0

E(x)=—d—V——qNA(x+xp) E—— —Xp <x <0

dx £
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Integrando — obtengo V(ix) = qTA (— + x X xp> +C; » —x, <x<0
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Condicion de borde V(—x,) = 0 >

N
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V1+V2=‘/jO+VR=_‘/jO+VD
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2 28(]/]'0 + VR)

X5 = ~ x2 =
qNy (N_A+ 1) qNp
D

Para junturas asimetricas:
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Capacidad de Juntura
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